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1. A fig. 1 representa o esquema simplificado do AmpOp TL080, realimentado como se indica. Tome para todos os
transistores ¥, =60 V, para os BJT, £,=100, C,=10pF e C,=1pF, e para 0s JFET T, e Ty, Ipss=0,5mA, Vp=2V,
Cy =2 pF e Cyq = 1 pF. Considere que os dois diodos tém uma resisténcia dindmica muito baixa e que polarizam o par
seguidor de simetria complementar com uma corrente de 100 pA. Admita ainda que o par seguidor de simetria
complementar, para sinais, se comporta como um simples transistor em C.C.

(Recorde que, para os JFET, em saturagdo, ip = Ipss (1 - vgs/ Vp)2 egn=02 A Vp |) (Ip IDSS)I/Z.

a) Supondo que Ipgr € igual a 0,4 mA,

[+
determine a corrente de cada um dos +15V k‘l
transistores bipolares, bem como de T11
T, e de T,.
b) Identifique a topologia de J—
realimentagdo, calcule o factor S e > T1a v,
desenhe o esquema equivalente do °
circuito, para pequenos sinais de
baixas frequéncias, em malha aberta,
considerando o efeito de carga da
malha de realimentagdo.
ATENCAO : Independentemente dos Dz
valores atras obtidos, tome para as T §
alineas seguintes: 10k
11:]2213:[4:0,1571114, o ¢
-15v
=254,  I,=I,=03m4, A W 7%
I 7= ]8 = 0,] mA

e para o factor de realimentagdo 3 o valor numérico de 0, 1.

¢) Calcule o ganho v, /v, , em malha aberta e em malha fechada, para pequenos sinais de baixas frequéncias. Faca as

simplificagdes que lhe parecerem adequadas, justificando.
ATENCAO : Considere agora para as alineas seguintes que A, = 4000.

d) Justifique que o pdélo dominante as AF, em malha aberta, é essencialmente determinado pelo transistor Tg. Calcule o
seu valor.

e) Suponha agora que os trés primeiros polos as AF, em malha aberta, sdo 70 kHz, 700 kHz e 15 MHz, sendo os outros
polos e zeros de frequéncia muito superior. Determine a margem de fase e comente a estabilidade do amplificador.

f) Mostre que as correntes de polarizagdo do circuito sdo essencialmente independentes das tensdes de alimentacdo e
supondo que T3 tem Ipgs=10mA e Vp=-7V e o zener DZ tem Vzx=5,6 V, Izx=0,1 mA e r, =100 Q, calcule
IREF -

g) O fabricante deste AmpOp indica que, para compensagdo de frequéncia, deve ligar um condensador entre a base de

Ts e o colector de T. Justifique por que é que esta solucdo ¢ mais vantajosa do que ligar um condensador entre a
base e o colector de Ts. Em qualquer dos casos, admita que a compensagéo so altera o 1° pdlo.

2. Em relagdo aos semicondutores da electronica de poténcia que estudou, diga, justificadamente:

2.1. Como protegeria contra curto-circuitos cada um deles.
2.2. Quais os mais simples de comandar.

3. Considere um transistor MOSFET de 200 V, 20 A. Apresente o esbogo de um possivel circuito de comando e as
equagdes associadas ao respectivo dimensionamento.

4. Para o IGBT com as caracteristicas da tabela seguinte esboce, justificadamente, as formas de onda das tensdes vcg, Vo,
e da corrente ic, aquando da entrada em condug@o. Admita que gfs = 3 S (admita i=gfs*vge na zona linear) e que
I-=18 A.

BVCES =600V Ic(dC):lg A Qge =12nC
7(méx) = 150°C 0. =331C 0. =64 nC
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